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PREFACE

-Le présent amendement a 6té établi par le Comité d’Etudes n° 47 de la CEl: Dispositifs a
semiconducteurs, et par le Sous-Comité 47A: Circuits intégrés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Réglodes SixMols— | Rapportsde vote —Rapportde vote ]
47(BC)881 47(BC)921
47(BC)884 47(BC)937
47(BC)898 47(BC)936 47(BC)1183 47(8C)1219
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47(BC)955 47(BC)995
47(BC)981 47(BC)1018
47(BC)982 47(BC)1026
47(BC)1052 47(BC)1129
47(BC)1073 47(BC)1133
47(BC)1120 47(BC)1275
47(BC)1121 47(BC)1276
47(BC)1122 47(BC)1277
47(BC)1124 47(BC)1266
47(BC)1125 47(BC)1278 —
47(BC)1126 47(BC)1245 ’<{
47/47A(BC)1127/214 47/47A(ae)‘£:§x<

sus donnent toute information sur
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PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor
devices, and by the Sub-Committee 47A: Integrated circuits.

The text of this amendment is based on the following documents:

[~ Six Months™ Rule Heports on Voling Two Months' Procedure | Roport on vating
47(C0O)881 47(CO)921
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Full information on the voting s endment can be found in the

Vo

ing Reports indicated in the

for the a prf

Amended clause Page
R IV: TERMINOLOGY, GENERAL
2.11 Forward ¢ istics (of @ PN JUNCHON) .........ccervievecsneninsensensensnnsnisnncsassensasanans 23
2.12 Reverse characteristics (of a PN Junction) ...........reinmnieicnscsnnnnennnessssenennnenes 23
2.1 LAY OTS ... ciiciiirtiecnrnneeterscsntartre s s e e ee s seaatsesstananessssn st aesessssesararsanasssssssnsnsasssssnsnananeasases 23
2. Transferred-electron effect ...t nsessnernsssesenssnsssessssessesens 25
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4.24 Transistor EeeeresessrisessserssssessssesssEEeEeSte RNt aESeT N NI RNt atate SRS SRS SRR e R e s e bR Rt se R RaSS 33
4.27 Semiconductor MOdUIAtOr diSK ..........ccccvvmrrinunninsenissisissssessacsnsnssasaesssssesssssnssssnsnsanases 33
4.28 Semiconductor detector diode ............cccvvrcenverenrrereanrerenns 33
5.1 Currents and VORAGES ...........coocciecccnniiinennisisnssssssnssssssesnssssssssssssesssssansassnsnasssssses 35
5.1.1 Forward charactoristiCs.........cceennrrninrninrenirisensunssssssnsesssssiennessesssssssssssssssasassassasseses 35
5.1.2 Reverse characteristics ... ssasassessans 35
5.1.5 Loakage CUITONt ...........coiimiiiininnnrecsisnisinstsnsessmasssssessstsssesssnssnssssssssanssnssssnssasensases 35
5.2 TOMPOrAtUrES .........cooveeieiieiiiennncresscnsssesessasarassssssssasssssssassesasenssassssasssasssssssensesesses 35

5.3.1 Thermal resistance



https://iecnorm.com/api/?name=ad133d01d337fef7fceeb0d991970e7c

-4- 747-1 amend. 1 © CEl

5.3.7 Impédance thermique transitoire .............ccccceervrrerccccrrnnrcerseeserrerssnsessessessnnsransnsenns 36

5.3.8 Impédance thermique en régime d'impuUISIONS .........cccccevcrrreerrmrescssrenerrrnesrnsssersseeess 36
5.5.3 FréqUence A6 COUPUNG ..........cccueicveeerecornrerressaecseeraresessseessasrasssssrarssssssssnmmssnsrarssassssssns 40
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CHAPITRE V: SYMBOLES LITTERAUX, GENERALITES

2.5 Indication de Ia polarlté des courants et tensions .................................................... 48
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5 Symboles littéraux pour les valeurs définies des gammes de valeurs ..............,

CHAPITRE VI: VALEURS LIMITES ET CARACTERI
ESSENTIELLES, GENERALITES

3 DOINIIONS .......ceiercreeiiirenennnennreessaeessessecnaeecssneesnanesssssions SSuge s e sedrssothosssss Dass tanesasane
4 Définitions des condltlons de refroidisSSement ..... ...\ eeeeer ot ue Nereeedeesiioseaseessrese
7.2.2 Conditions de montage ...
7.4.1 Méthode de connexion.....
7.4.2 Identification

CHAPITRE IX: DISPOSITIES

Manipulation

- 2.11 Caractéristiques directes (d’'une Jonction PN)
2.11,1/~Courant direct

Courant circulant de la région de type P a la région de type N.

—2-t1.2—TFension-directe

Tension entre la région de type P et la région de type N lorsque la région de type P a une
tension positive par rapport a la région de type N.

2.11.3 Sens direct

Sens de circulation d'un courant direct (positif).
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5.3.7
5.3.8
5.5.3
5.5.4

2.5

Transient thermal IMPedaNCH ...........ccccveinrimriiineersnienissesssneesssannsssssnsssessnssstsanases 37
Thermal impedance under pulse CONAIRIONS ..........cccvveveisecinriinieseranrscsnesessssnssnnesens 37
CUt-Off fTOQUBNCY ..ottt snsaassssssessesssssssesnssasssassessnessessasanss 41
Differential resistance (between two terminals)............c.ceeeeerveriemrnrccrerncsensreseseness 41

CHAPTER V: LETTER SYMBOLS, GENERAL

Indication of the polarity of currents and vOItages ...........ccceceveverrceinenernnisiesssnsrennces

il
5

2.2
4.1
4.2

NN A~

Page 21

2{11.1 Forward cu

Thermal characteristics and related temperatures ............cccceceeevevvmrineessissiisesneasens
Sundry QUANLILIOS ........cccciiiicciiicniincrcci st e s sas s s es s s svenaeas
Letter symbols for defined values of ranges of values ...............c.cceeeuuny

CHAPTER VI: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERI
GENERAL

(071 {1411 ({7 - J OO OO, G N WL Vi St
Definitions of cooling conditions.....................
Mounting conditions ...... .
Method of attachment .............ecennnecennesegoreacnnrsigees e rotens s duesosonsannsssasanns
Identification ...........ccceececeeerereenenne

CHAPTER IX: ELECTF

Handling .......... .
Test methods for electronic devi

The current flowing from the P-type to the N-type region.

2|1\¥X2 Forward voltage

The voltage between the P-type region and the N-type region when the P-type region is at
a positive voltage relative to the N-type region.

2.11.3 Forward direction

The direction of a (positive) forward current.



https://iecnorm.com/api/?name=ad133d01d337fef7fceeb0d991970e7c

-6- 747-1 amend. 1 © CE!

2.12 Caractéristiques Inverses (d’'une jonction PN)
2.12.1 Courant inverse

Courant circulant de la région de type N & ia région de type P.

2.12.2 Tension inverse

Tension entre la région de type N et la région de type P lorsque la région de type N a une
P

2.12.3 Sens inverse

Sens de circulation d’'un courant inverse (positif).

Remplacer le paragraphe 2.16 existant par le nouveau paragrap

2.16 Couches

2.16.1 Couche de déplétion associée & ung sk

Région a la surface d’'un dispositif. & se s dont/le type de conductivité est le
méme que celui di a la densité de charge tixe de nedrs et accepteurs ionisés, mals
dont la densité des porteurs est ifnsuffisante po putraliser I'attraction des porteurs de
charge.

2.16.2 Couche d'

Région & la ace & semiconducteurs dont le type de conductivité est (e
méme que : : arge fixe des donneurs et accepteurs ionisés, et dont
la densité de pure & celle qui serait nécessaire pour neutraliser

Pattraction des’§

Région &.la suris 'un dispositif & semiconducteurs dont le type de conductivité est
linverse > b.&'la densité de charge fixe des donneurs et accepteurs ionisés dus|a
I'attraction das po eurs de charge.

2.29 Effet de transfert d'électrons

Génération d’'une conductivité différentielle négative en volume dans un composant semi-
conducteur lli-V & vallées d'énergie multiples quand le champ électrique appliqué dépasse
la valeur critique a laquelle des électrons sont transférés:

e d'une valiée de faible énergie ol ils ont une mobilité plus grande et une masse
effective plus petite;
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2.12  Reverse characteristics (of a PN junction)
2.12.1 Reverse current |

The current fiowing from the N-type region to the P-type region.

2.12.2 Reverse voltage

The voltage between the N-type reglon and the P-type region when the N-type region is at

2.16 Layers

OTE - The charge-carrier attraction as referred to below may be dd
ect transistors, or it may be due to charge residing in surface

ge as in field-
of surface lonic

2.16.1 Depletion layer associated with -8

2.16.2 Accumulation laye

A surface region
produced by the
ne} carrier density is ¢
attraction.

- '

2.29 Transferred-electron effect

The generation of bulk negative differential conductivity in compound semiconductor
devices that have muitiple energy valleys when the applied electrical field is greater than
the critical value at which electrons transter from:

o alower energy valley in which they have greater mobility and smaller effective mass
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e une vallée d'énergie supérieure ol ils ont une mobilité plus petite et une masse
effective plus grande.

NOTE - Le terme «vallée d'énergie» se référe & la valiée dans une courbe de I'énergie en fonction du moment.

Page 26

__Remplacer I'article 3 existant par le nouvel article suivant:

3. Termes généraux

3.1 Termes relatifs a la structure

3.1.1 Electrode (d’un dispositif & semiconducteurs)

Elément qui accomplit une ou plusieurs des fonctions suive
électrons ou des trous, ou contrdler leur mouvement.

Exemple:

CEI 61691

Figure 6

Tranche faite d’'un matériau semiconducteur ou d’'un tel matériau déposé sur un substra,
dans lequel un ou plusieurs circuits ou dispositifs sont réalisés simultanément et qui peyt
étre, en conséquence, découpé en pastilies.

3.1.3 Pastille, (puce)

Portion séparée (ou 'ensembie) d'une plaquette, destinée & accomplir une ou des ton&
tions dans un dispositif.

3.1.4 Plage de soudure

Surface d’attache sur une pastille & iaquelle une connexion peut étre faite.
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to:

e a higher energy valley in which they have smaller mobility and greater effective
mass.

NOTE - The term "energy valley” refers to a-valley in an energy versus momentum profile.

Page 27

Reptace the existing clause-3-by thefoltowing-new-—clause:

3

3.1 Terms related to structure

3.1.1 Electrode (of a semiconductor device)

An

holes, or of controlling their movements.

Ex

3.1

General terms

element that performs one or more of the functions of emi

ample:

9 o

Figure 6

bf an integrated circuit, there are three electrodes in the one continuous

.2 Wafer

substrate, in which one or more circuits or devices are simultaneously processed and

A Elce of flat disc, either of semiconductor material or of such a material deposited on a

3.1.3 Chip, (die)

A separated part (or whole) of a wafer intended to perform a function or functions in a
device.

3.1.4 Pad

An

area on a chip (die) to which a connection to the chip (die) can be made.
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3.1.5 Conducteur interne

Fil soudé a une plage de soudure sur une pastille et destiné & relier cette derniére & un
point quelconque situé & V'intérieur du boitier du dispositif.

3.1.6 Grille de connexion (d'un boitier)

Grille métallique possédant des bornes et un support mécanique destiné a les aligner.

3.1.7 Borne (d'un dispositif & semiconducteurs)

Point de connexion accessible extérieurement.

3.1.8 Embase (d’un boitier)

Partie du boitier sur laquelle une pastille peut étre fixée.

3.1.9 Capot, couvercle .

Partie d'un boitier & cavité qui ferme I'enveloppe.

NOTE - Le terme utilisé dépend du type de botltier.

3.1.10 Boitier

Enveloppe pour une ou plusieurs pastilles de se duefeurs, qui permet la connexion
électrique et fournit une protection écanique e e I'environnement.

3.1.11 Radiateur

Partie séparable d S S ps_gvec lui, qui contribue a la dissipation de |a
chaleur prod a Brie D

Dépbt de\coucheg métalliqués, isolantes ou semiconductrices, sur des substrats solides ﬁ

3.2.2 /Technique’de sérigraphie

Dépbt de couches métalliques, isolantes ou semiconductrices, sur des substrats solides
par pression de pates (encres) & travers des écrans.

3.3 Borne d’anode (d'une diode a semiconducteurs, a I'exclusion des diodes régulatrices
de courant)

Borne reliée a la région de type P de la jonction PN ou, lorsque plusieurs jonctions PN de
méme polarité sont connectées en série, a la région extréme de type P.

NOTE - Pour les diodes de tension de référence; si elles comprennent des diodes compensées en
température, ces dernidres n'entrent pas en compte pour la détermination de la borne d’'anode.
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3.1.5 Bonding wire

A wire that is bonded to a chip (die) bonding pad in order to connect the chip (die) to any
other point within the device package.

3.1.6 Lead frame (of a package)

A metal frame providing terminals and mechanical support to align them.

3.1.7 Terminal (of a semiconductor device)

An externally available point of connection.

3.1.8 Base (of a package)

A part of the package on which a chip (die) can be mounted.

3.1.9 Cap, can, lid, plug

The part of a cavity package that completes its enclosure

NOTE - The particular term used depends on the package d

3.1.10 Package, case

3.2.2 Screen-printing

The deposition of conducting, insulating or semiconducting films onto solid substrates by
pressing pastes (inks) through screens.

3.3 Anode terminal (of a semiconductor diode, excluding current-regulator diodes)

The terminal connected to the P-type region of the PN junction or, when more than one PN
junction is connected in series with the same polarity, to the extreme P-type region.

NOTE - For voltage-reference diodes; if temperature compensating diodes are included, these are ignored
in the determination of the anode terminal.
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3.4 Borne de cathode (d’'une diode & semiconducteurs, & l'exclusion des diodes
régulatrices de courant)

Borne reliée a la région de type N de la jonction PN ou, lorsque plusieurs jonctions PN de
méme polarité sont connectées en série, a la région extréme de type N.

NOTE - Pour les diodes de tension de référence; si elles comprennent des diodes compensées en
température, ces dernidres n'entrent pas en compte pour ia détermination de la borne de cathode.

3.5 Borne d'anode (d’'une diode réguiatrice de courant)

Borne vers laquelie le courant, en provenance du circuit extérieur, circule lorsque la. diode
est polarisée pour fonctionner comme régulatrice de courant.

3.6 Borne de cathode (d’une diode régulatrice de courant)

potentiels électrostatiques qui ap
lation, d’essais et d'expédition.

Les abréviations & utiliser sont:

- ESDS pour disposi
- ESD pour dg

L'utllisation

Dispositif -a~semiconducteurs susceptible de fournir une amplification en puissance pt
possédant trois €

NOTE - D'autres termes peuvent 8tre utilisés pour décrire certains types spéciaux de dispositifs & semi-
conducteurs inclus dans cette définition.

Ajouter apres le paragraphe 4.26, les nouveaux paragraphes 4.27 et 4.28 suivants:
4.27 Diode modulatrice & semiconducteurs, diode modulatrice

Diode & semiconducteurs destinée a la modulation.

4.28 Diode détectrice & semiconducteurs, diode détectrice

Diode & semiconducteurs destinée a ia démodulation.
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3.4 Cathode terminal (of a semiconductor diode, excluding current-regulator diodes)

The terminal connected to the N-type region of the PN junction or, when more than one
PN junction is connected in series with the same polarity, to the extreme N-type region.

NOTE - For voltage-reference diodes; if temperature compensating diodes are inciuded, these are ignored
in the determination of the cathode terminal.

operate as a current regulator.

3.6 Cathode terminal (of a current-regulator diode)

The terminal from which current flows into the external circuit wher
operate as a current regulator.

Replace the existing subclause 4.2 by the following new sd
4.2 Electrostatic-discharge-sensitive device

A discrete device or integrated circuit the & pe damaged by electrostatic

- ESDS for electrostatic
- ESD for electroste

The use of the abb

Pape 33
Rilace the-6

4.24 Transistor{se

so_chapter |1, clause 1)

A semiconductor de

& capable of providing power amplification and having three or more
elgctrodes:

NOTE - Other names may be used to describe certain special types of semiconductor devices covered by
this definition.

Add, after subclause 4.26, the following new subclauses 4.27 and 4.28:
4.27  Semiconductor modulator diode, modulator diode

A semiconductor diode designed for modulation.

4.28 Semiconductor detector diode, detector diode

A semiconductor diode designed for demodulation.
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Page 34

Remplacer le titre du paragraphe 5.1 existant par le suivant:
5.1 Courants et tensions

Remplacer les paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 existants par les nouveaux paragraphes
suivants:

2
-Td () B -

régulatrices de courant)

5.1.1.1 Courant direct, courant d’anode

5.1.1.2 Tension directe

Tension entre les bornes d’'anode et de cathode lorsage
positive par rapport & la borne de cathode.

3/ une tension

5.1.1.3 Sens direct

Sens d’un courant direct (positif).

5.1.2 Caractéristiques Inverses (i
régulatrices de courant)

5.1.2.1 Courant invets

5.1.8/ Courant de fuite (I'kg)

Courant qui circule dans une borne et résulte de I'application d’'une tension extérie
<an —G 40— RO 0 S :. GO PO Saam S RIall SaRATac HOH O OUGtOu ::

les circonstances envisagées.
NOTES
1 Ce terme général doit dtre utilisé seulement s’ll n'y en a pas d'autres de plus adéquats ou de plus

spécifiques qui soient normalisés et applicables (tels que: courant d'obscurité, courant inverse, courant
résiduel).

2 D'une manidre générale, co terme ne doit pas dtre utilisé pour les courants constitués des porteurs
minoritaires nécessaires au fonctionnement du dispositif. Néanmoins, des exceptions peuvent 8tre faites
si, par uniformité, le méme terme est utilisé pour différentes technologies (par exemple, le terme «courant
de fuite» utilisé pour les circuits interrupteurs de signaux analogiques de n'importe quelie technologie).
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Page 35
Replace the title of the existing subclause 5.1 by the following:
5.1 Currents and voltages

Replace the existing subclauses 5.1.1 and 5.1.2 by the following new subclauses:

diodes)

.1.1 Forward current, anode current

The current flowing from the external circuit into the anode terminal.

5.1.1.2 Forward voltage

The voltage between the anode and the cathode terminals whan the anode
positive voltage relative to the cathode terminal.

5.1.1.3 Forward direction

Thie direction of a (positive) forward curre

5.1.2 Reverse characteristics (of a semi
diodes)

5.1.2.1 Reverse current, c§

Add, after subclause .4, the following new subclause 5.1.5:
5.1.5 Leakage current (I,kg)

The‘current through a terminal that results from the application of an external voltage

conductive In the circumstances under consideration.

NOTES

1 This general term shouid be used only if no other adequate and more specific term (e.g. dark current,
reverse current, cut-off current) is standardized and applicable.

2 In general, this term should not be used for current that consists chiefly of minority carrier current that
is necessary for the function of the device. However, exceptions may be made if, for uniformity, the same

term is used for different technologles, e.g. the term "leakage current” used for analogue signal switching
circuits in any technology.
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8 L'indice «lkg» doit &tre ajouté & d'autres indices seulement si ceux-ci ne suffisent pas a identifier le
courant comme courant de fuite.

5.2 Températures

Remplacer les paragraphes 5.2.1 a 5.2.3 existants par les nouveaux paragraphes
suivants:

5.2.1 Température du point de référence (T,)
[ Tempeérature en un point de référence spacifie sur ou dans un dispositif.

§5.2.2 Température de boitier (T,)

Température mesurée par une méthode spécifiée en un point dé réfé 3. spécifié, de
préférence sur le boitier du dispositif.

NOTE - Pour les dispositifs plus petits, si le point de référence spi

5.2.3 Température de stockage (Tﬂg)

Température & laquellie le disposi

5.2.4 Température virtuelle (T,

Température équivalente interne.

comportement the < Biec 8 d dispositif & semiconducteurs, pour lequel
dans lequel S : A dissipation de puissance a lieu.

écessaire, on peut utiliser des indices supplémentaires, par exemple des nombres, pour
effectuer la distinction entre les différentes températures virtuelies d’'un méme dispositif.

5:2.5 Température virtuelle de jonction (T ])

Remplacer le paragraphe 5.3.1 existant par le nouveau paragraphe suivant:
5.3.1 Résistance thermique (Ry,)
Terme générique défini par le quotient de:

1) la différence de température entre deux points ou deux régions spécifiés entre
lesquels on suppose que la chaleur totale se dissipe,
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8 The subscript "ikg" should be added to other subscripts only if the latter are insufficient to identify the
current as leakage current.

5.2 Temperatures

Replace the existing subclauses 5.2.1 to 5.2.3 by the following new subclauses:

5.2.1 Reference-point temperature (T )

The temperature at a specified reference point on or within a device.

5.2.2 Case temperature (T )

The temperature measured by a specified method of a specified refere
ably on the case of the device.

"case-rated devices".

5.2.3 Storage temperature (Tﬂg)
The temperature at which the device is stéred wi y ol@ being applied.

5.14 Virtual temperature (Tv]. T]. T.)

Internal equivalent temperature.

The temperature of the th
electrical behaviour of a se

within the device I@ .
OTES

When the concej

erm, .g. "virtual ju

When required, additional subscripts, e.g. numbers, may be used to distinguish between different
irtual temperatures in the same device.

5.3.5, (Virtual junction temperature (ij)

Th

Replace the existing subclause 5.3.1 by the following new subclause:
5.3.1 Thermal resistance (R,,)
A generic term denoting the quotient of:

1) the temperature difference between two specified points or regions between which
the total heat is assumed to fiow,
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par

2) la dissipation de puissance en régime permanent qui provoque la dissipation de
chaleur.

NOTES

1 Les termes utilisés en pratique doivent indiquer les deux points ou les deux régions spécifiés, par
exemple «résistance thermique jonction-ambiante». L'utilisation du terme abrégé «résistance thermique»
n'est autorisée que si aucune ambiguité ne peut en résulter.

2 La résistance thermique s’exprime généralement en K/W.
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Remplacer les paragraphes 5.3.7 et 5.3.8 existants par les nduveaux paragraphes
suivants:

5.3.7 Impédance thermique transitoire (Z,)
Terme générique défini par le quotient de:

1) la variation de la différence de température, atte griain intervalle de

intervient au début de l'intervélle de_té s 6 )
de température.

NOTES

ne peut en résultef.

2 Juste lo dé
envisagé d (CX-

3

ence entre la valeur maximale de la température virtuelle due a la puissance
en)impulsions et la valeur de la température d'un point de référence externe spécifié,

par
2) I'amplitude de la dissipation de puissance dans le dispositif produite par une suite

périodique spécifiée d'impulsions rectangulaires.
NOTES

1 Les phénoménes transitoires initiaux sont négligés et la dissipation de puissance en continu est sup-
posée nulle.

2 Limpédance thermique en régime d'impulsions est donnée en fonction de la durée des impulsions
avec le facteur d'utilisation comme paramétre.
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by
2) the steady-state power dissipation that causes the heat flow.

NOTES

1 The terms used in practice should indicate the two specified points or regions, e.g. as in “junction-
ambient thermal resistance”. The use of the shortened term "thermal resistance” is permitted only if no am-
biguity is likely to occur.

2 Thermal resistance is usually expressed in K/W.
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Rerzlace the existing subclauses 5.3.7 and 5.3.8 by the following new sub

5.3.7 Transient thermal impedance (Z,,)
A generic term denoting the quotient of:
) the change in temperature difference between two spe
nd of a time interval,
y

OTES

The term used in practice
ransient thermal impedance”.

he use of the shortened
occur.

R Immediately @ beg
volved shall be cons ]

E Transient therm

1) the difference bétween the maximum virtual temperature caused by the pulse power
and the temperature of a specified external reference point,

periodic sequence of rectangular vpulses.
NOTES

1 The initial transient phenomena are ignored and zero continuous power dissipation is assumed.

2 The thermal impedance under pulse conditions is given as a function of the duration of the pulses with
the duty factor as a parameter.
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Remplacer le paragraphe 5.5.3 existant par le nouveau paragraphe suivant:
5.5.3 Fréquence de coupure (d’'une caractéristique)

(Voir notes 1 et 2).

5.6.3.1 Fréquence de coupure haute fc(u), cu

Fréquence a laquelle, lorsqu'on augmente la fréquence, le module d’'une caractéristhlie
dépendant de la fréquence a diminué & une valeur fractionnelle n par rapport & la-valepr
qu'avait cette caractéristique a une fréquence de référence spécifiée plus basse, et.ou:

n = 1/*/2_, si la grandeur mesurée est un courant ou unete grandelr
autre qu’une puissance.

5.5.3.2  Fréquence de coupure basse (1., f.)

dépendant de la fréquence a diminué, & une vé le -\ par rapport a la valeyr
: : B4 acifiée plus élevée, et ou:

n = 1/2, si la grandeur mesurée : g p (6lectrique ou optique);

n = 12, si la grandeur mesurée ant ou une tension, ou toute grandefir
autre qu’une puissance. .

NOTES

courant qui traverse ces bornes.

NOTE - Dans la pratique, la résistance différentielle peut 8tre mesurée approximativement par différentes
méthodes, par exemple:

on calculant le rappo!

- enrelevant la résistance petits signaux & une fréquence suffisamment basse.
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CHAPITRE V: SYMBOLES LITTERAUX, GENERALITES

Ajouter, aprés le paragraphe 2.4, page 48, les nouveaux paragraphes suivants:
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Replace the existing subclause 5.5.3 by the foIIbwlng new subclause:
5.5.3 Cut-off frequency (of a characteristic)

(See notes 1 and 2.)

5.5.3.1 Upper cut-off frequency f ()’ f

The frequency at which, for increasing frequency, the modulus of a frequency-dependent
chgracteristic has decreased to a fractional value n of its value at a specified lower refer-
en¢e frequency, where:

n = 1/2, if the measured quantity is power (electrical or optical);

n = 12, if the measured quantity is current or voltage or an
power.

5.5.3.2 Lower cut-off frequency fca), fo)

Atjt
5.54

Th
teristic curve showl :
thrpugh these terminals.

p) of voltage as a function of current at a point on a static charac-
he voltage between two terminals as a function of the current

OTE : In practice, the differential resistance can be measured approximately by different methods, for
xample:

- as the quotient of an increment of voitage by the corresponding increment of current,
or

- as the small-signal resistance at a sufficiently low frequency.

Page 43
CHAPTER V: LETTER SYMBOLS, GENERAL

Add, after subclause 2.4, on page 49, the following new subclauses:
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2.5 Indication de la polarité des courants et tensions
2.5.1 Courants (traversant une borne)
2.5.1.1 Symbole littéral de base

Le symbole littéral de base, défini conformément & 2.2.3.1, par exemple /y, indique un
courant conventionnel qui est considéré comme positif s'il entre dans la borne X en prove-
-nance du circuit extérieur, ou comme négatif s’il sort de la borne X vers le circuit extérieur.

2.5.1.2 Symbole littéral négatif

Le symbole littéral négatif, par exemple -/, indique un courant
considéré comme positif s'il sort de la borne X vers le circuit exté
s'il entre dans la borne X en provenance du circuit extérieur.

conventionnel ‘qui ert
comme négatif

NOTE - Il résulte de I'application des régles de I'algédbre que:
Iy = =5 A peut 8tre exprimé par -/ = 5 A.

2.5.2 Tensions (entre deux bornes)

2.5.2.1 Symbole littéral de base

Le symbole littéral de base, définiconfarmémen par exemple V., indique une
tension qui est considérée comme pasitive & ~ a-un potentiel par rapport & celyi
de la borne Y, ou comme négative si la bome X aun potentiel par rapport & celui de |a

siitiel négatif par rapport & celui de la borne Y,
entiel positif par rapport & celui de la borne Y.

Le symbole littéral né
comme pos 2 u

comme négative 4

NOTE - Il ré 8\dé.|'app op des fégles de 'algdbre que:

Remplacer ce paragraphe par le nouveau paragraphe suivant:

4.3 Caractéristiques thermiques et températures afférentes

4.3.1 Symbole littéral fondamental de la température

Le symbole littéral fondamental est 7, indiquant a la fois la température CGlsids ou la
température absolue (Kelvin).

Exemples: T = 25°C, T = 295 K.

NOTE - L'usage de la lettre minuscule t est fortement déconseillé.
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2.5 Indication of the polarity of currents and voltages
2.5.1 Currents (through a terminal)
2.5.1.1 Basic letter symbol

The basic letter symbol, when it is composed in accordance with subclause 2.2.3.1, e.g. /y
denotes a conventional current that is considered to have a positive value if it flows from
the external circuit into terminal X, or a negative value if it flows out of terminal X into the

external circuit.

2.5.1.2 Negated letter symbol

hgve a positive value if it flows out of terminal X into the external

Tge negated letter symbol, e.g. -/y, denotes a conventional current thg
vglue If it flows from the external circuit into terminal X.

NOTE - It follows by the application of algebraic rules that:
Ix = =5 A can be expressed as -lx =5A,

2.6.2 Voltages (across two terminals)
2

.p.2.1 Basic letter symbol

ential with respect to terminal Y, or a negative
el with respect to terminal Y.

4.8 Temperatures

RLplace this subclause by the following new subclause:
4,

Thermal characteristics and related temperatures

4.3.1 Basic letter symbol for temperature

The basic letter symbol is T, indicating either Celsius or Kelvin temperature.

Examples: T, = 25 °C, T, =295 K.

NOTE - The use of the lower-case letter t is strongly deprecated.
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4.3.2 Liste d’'indices généraux recommandés
o J = jonction (canal) (note 1)

vj, VJ = virtuel de jonction (de canal)
équivalent interne (notes 1 et 2)

¢, C = bottier (note 3)

ch = canal (note 1)

r,R = point de référence (note 3)

a,A = ambiant (note 3)

's,S = radiateur

f,F = fluide de refroidissement, autre que I'air

sb = substrat
stg = stockage
sid = soudage
op = fonctionnement (note 4)

ons se référent toujours & la température virtuelle de jonction (ou
omettre la lettre v dans I'indice.

dices \plus longs «case», «ref» ot <amb» est déconseliliée. Si ces indices sont utjli-
83, ou/impédances thermiques, ils doivent étre séparés par un trait d'union et mis

s comme dans 'exemple suivant: nth(]-.mb)'

- littéraux pour les températures de fonctionnement, par exemple T pour
biante de fonctionnement», I'indice op est habituellement omis dans les cunT ues| si
aucune ambig ne peut en résulter.

4.3.3' Symboles littéraux composés pour résistances et impédances thermiques

NOTE - Dans les symboles littéraux proposés, les lettres x, y ou X, Y représentent les indices qui sont
relatifs aux points ou aux régions entre lesquels a lieu la résistance ou l'imp‘dlneo thermique. Ces Indiﬁos

olvent ae preierence etre cho n RN

4.3.3.1 Résistance thermique
Forme générale: Ry, .\ Rth(x-Y)'
4.3.3.2 Impédance thermique transitoire

Forme générale: Zin(x—y)’ zth(X-Y)‘
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4.3.2 List of recommended general subscripts

5 J

vj, WJ

c,C

= junction (channel) (note 1)

virtual junction (channel)
internal equivalent (notes 1 and 2)

case (note 3)

ch
r, R
a A
s, §
f, F
sb

stg
sid
op

th, 9

OTES Q
The subscripts j (

In data sheets, spet

channel (note 1)

reference point (note 3)
ambient (note 3)

heat sink

cooling fluid, other than air
substrate

- %&%

operating (note 4)

thermal

The use of'the long bso ase”, "ref* and "amb” is deprecated. If they are used for thermal
sistances dancey, tF bacfipts shall be separated by hyphens and put in brackets as shown in

4.3|3 Composed letter symbols for thermal resistances and impedances

TE_- In the proposed letter symbols, the letters x, y or X, Y stand for the subscripts that denote the
ints’ or regions between which the thermal resistance or impedance extends. These subscripts should be

axken rrom the list given in sudbcliause 4.3. vVe.

4.3.3.1 Thermal resistance

The basic forms are: Rih(x~yy Rm(x-v)'

4.3.3.2 Transient thermal impedance

The basic forms are: Z‘h(x_y). Z‘h(x_Y).
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4.3.3.3 Impédance thermique transitoire en régime d'impulsions
Forme générale: Zmp(x_y), Z'hp(x_y).

Page 56

4.5 Grandeurs diverses

Modifier le texte de ce paragraphe comme suit:

Les grandeurs suivantes et leurs symboles littéraux sont recommandés:

facteur de réduction avec la température = K
facteur de bruit moyen = F,
facteur de bruit «unité»

rapport de température de bruit

tension de bruit équivalente d'entrée (d’'un dipble)
courant de bruit équivalent d’entrée (d'un dipdle)

température de bruit
température de bruit de référence

Sral pour la grandeur concernée, auquel on
2 méme ligne que la lettre fondamentale.

des valeurs limites s’applique aussi bien aux valeurs limites des

poutles valeurs limites des caractéristiques et ajouter «absolue» pour les valeyrs

bpondante du fait d’utiliser la convention de valeur aigébrique ou de valeur absolye,
o4 les spécifications des valeurs limites.

ition des valeurs limites, voir chapitre VI, article 3, de la présente norme.

5.2 ) Valeur typique

Le symbole lméral se compose du symbole |Ittéral pour la grandeur concemée auquel dn

5.3 Limite A, limite B (d’une caractéristique)

Un troisiéme indice A ou B est ajouté au symbole littéral pour Indiquer une valeur limite
algébrique déﬂnle d’une caractéristique.

NOTES

1 Actuellement, cette méthode n’est utilisée que pour les circuits intégrés digitaux.

2 Pour la définition générale des limites A et B, voir la CEl 748-1, chapitre V, paragraphe 2.1.8.
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4.3.3.3 Transient thermal impedance under pulse conditions
The basic forms are: 2, ., . Zihp(X=Y)"
Page 57

4.5 Sundry quantities

Amend the text of this subclause as follows:

TrJe following quantities and their letter symbols are recommended:

thermal derating factor - K
average noise figure, average noise factor = F, Fav
spot noise figure, spot noise factor F
output noise ratio N

equivalent input noise voltage (of a two-port)
equivalent input noise current (of a two-port)
noise temperature

reference noise temperature

Add, after subclause 4.5, the following

5 | Letter symbols for defined values o

5 Limit values (maximum/ imit, mini,
T;t letter symbol consists ‘of the S he quantity involved, to which the
abbreviation "max” or " 5. 8 same-line as the basic letter.

NOTES Q

1 This rule applies’to g bo N )
No special seconda p ded\to distinguish these two applications because this will usually

be clear from the cg ; o symbols are used. However, If a distinction is necessary, the
common letter bal could\b d for the characteristic and "rated” could be placed before it for the
limiting value.:

tion is used, o pé ation of the limit value.

8  For definitions © vaiues, see Chapter Vi, clause 8 of this standard.

5.2 Typlecal value

The detter symbol consists of the letter symbol for the quantity involved, to which the

abbreviation "typ” is added on the same line as the basic letter

5.3 A-limit, B-limit (of a characteristic)

A third subscript A or B is added to the letter symbol to denote a defined algebralc limit
value of a characteristic.

NOTES )

1 At present, this method is applied to digital integrated circuits only.

2  For the general definition of A-limit and B-limit, see IEC 748-1, Chapter V, subclause 2.1.3.
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8  Pour la définition des limites A et B particulidres des circuits intégrés digitaux, voir la CEl 748-2,
chapitre lil, section un, paragraphes 5.1 et 5.3.
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CHAPITRE VI: VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES,
GENERALITES

Remplacer I'article 3 existant par le nouvel article suivant:

——S—Déinitions

3.1 Définition de la limite maximale et de Ia limite minimale
NOTES

1 Il existe deux définitions différentes selon la convention mathématique chéisie (ye

3.1.1 Convention de valeur algébrique
3.1.1.1 Limite maximale et limite minimale

Les valeurs limites se rapportent & la valeur aigé
dire que:

- la valeur maximale («limite
moins négative) dans la gamme

ar
de préférence aux limites maximale et minimale et aux symboles Ilttér:llx
3 mux) (Voir la CEl 748-1, chapltre V, paragraphe 2.1.3 et la CEl 74872,

augraphn 5.10t53)

3.1.2 .Convention de valeur absolue

Les valeurs limites se rapportent & la valeur absolue de la grandeur considérée, c’'est-a-
dire que:

- la limite maximale est la limite de plus forte valeur absolue dans la gamme des
valeurs de méme signe; si la gamme comprend des valeurs positives et négatlves. les
deux valeurs limites sont maximales;

- la limite minimale est la limite de plus faible valeur absolue dans la gamme des
valeurs de méme signe; si la gamme comprend des valeurs positives et négatives, la
limite minimale est implicitement zéro.

- Exemples: voir tableau 1.
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3 For the definitions of particular A-limits and B-limits of digital integrated circuits, see IEC 748-2,
Chapter lil, Section One, subclauses 5.1 and 5.3.

Page 59

CHAPTER VI: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS, GENERAL

Replace the existing clause 3 by the following new clause:

3

3.1 Definition of maximum limit and minimum limit

3.1.1 Algebraic convention
3.1.1.1 Maximum limit and minimum limit

Limit values refer to the algebraic value ofthe qus

Ex

Th

3.1
Lin

3.1.1.2 A-limit and ;-

Definitions

NOTES

1 Two different definitions exist, depending on the mathematical convention

|:.1.1 and 3.1.2).

If no information is given about which mathematical convention is us
mum and maximum limits, it is assumed that algebraic convention is appli

- the maximum value ("maximum li : positive (least negative) algebraic
value within the range of values for sg s

- the minimum value N least positive (most negative) algebraic
value within the range of values :

amples: see table 1.

NOTE - For d nteg these designations and the relevant letter symbols (e.g. V,,.,) are
preferred Ry mi) limits and the relevant letter symbols (e.g. Vi ,,.,,)- (See IEC 748-1,
Chapter ¥, subcia N d IEC 748-2, Chapter lll, Section One, subclauses 6.1 and 5.8.)

.2 Absolute magnitude convention

nit values refer to the absolute magnitude of the quantity, i.e.:

- the maximum limit Is the greater magnitude Timit of a range of like-signed values; If
the range includes both positive and negative values, both limit values are maximum,;

- the minimum limit is the smallest magnitude limit of a range of like-signed values; if
the range includes both positive and negative values, the minimum is implicitly zero.

Examples: see table 1.
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Tableau 1 - Représentation graphique des valeurs limites
" dans les deux conventions

amend. 1 © CEI

Convention de valeur|Convention de valeur
Exemple Gamme algébrique absolue
Symbole | Min. |[Max. | Symbole | Min.| Max.
1 s —— X 2 6 X 2 6
v 4 (] X
2 YA > x -2 4 x “1| 4
-2 0 4 x N 2
a
s | ———vmmmmmmnnns - x <\§\ Q% “ ks
-3 0 3 X A \
4 —:W > \\ﬁ Xa ) x |l 2
-4
ool
5.1 —Yzin \/@ 6| -2 x |-2]|Fe
-6 2 0 "()
équivalent &
5.2 V70 " 2 [
0 2 X
AN

pas

%
habituellement.
ue ent sauf |

i
W orsque la gamme est essentieliement négative.

N

, AN
* Le minimum implicite est 0. nM
** Cette autre ropréuntM as
<

connues souale Wom de «valeurs limites maximales» et «valeurs limites minimales».

3.2 Définition r les valeurs limites

Valeur lin

3:3~ Définitions pour les systémes de valeurs limites

La CEl 134: Systémes de valeurs limites pour les tubes électroniques et les dispositifs &
semiconducteurs analogues, explique les sysiémes a—l—rs—n—mmro%e valeu m gen t
employés, et en particulier ce qui concermne le partage des responsabilités entre le fabri-

cant de dispositifs & semiconducteurs et les utilisateurs.

Actueliement, toutes les valeurs limites des dispositifs & semiconducteurs sont basées sur

le systdme des limites absolues.
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Table 1 - Presentation of limit values with the two conventions

Algebraic Absolute magnitude

convention convention

Example Range
Symbol | Min. |Max. | Symbol | Min.| Max.
1 A T X 2 6 x 2 ]
0 2 6 b 4 :

2 "7/////////%////////} > x -2 (x\ ' ;
-2 -

3 ——V/////////,:////////’/;;
. s

x ¥
x
]
w
paN

o)

4 ————f?/’///// /////,«

/>
LK

e /,//2/ -
<

2 pa
| |y Sk x®- x |-2]-e
-2 0
equivalent to <
5.2 W/////// >‘ 2 6

* TIe implied minimum is 0. This is customarily-not s
**  This alternative proson tion(is cust ly not u: except when the range is primarily negative.

3.2 Basic “rating”

Rating (limiting
A rating : .\‘t es elther a limiting capability or a limiting condition beyond which
damage to the devite may occur.

NOTE - Limiting conditiéns may be either maxima or minima, and known as maximum ratings and mini-
mum ratings respectively.

3.3 _Definitions for rating systems

IEC 134: Rating systems for electronic tubes and valves and analogous semiconductor
devices, explains the rating systems in general use and particularly the division of respon-
sibility between the manufacturer of semiconductor devices and circuit designers.

For the present time, all ratings for semiconductor devices are based on the absolute
maximum rating system.
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Page 60
4 Définitions des conditions de refroidissement
Remplacer le texte par le suivant:

Les dispositifs & semiconducteurs doivent &tre spécifiés soit comme dispositifs a
température ambiante spécifiée, soit comme dispositifs & température de boitier spécifiée,
soit & la fols comme dispositifs & température ambiante et & température de boitier spécifiées.

Lorsque les dispositifs sont spécifiés comme dispositifs & température ambiante spécifiée,
cela implique des conditions de refroidissement par air libre (air dans des conditions de
convection naturelie), sauf indications contraires.

En ce qui concerne les valeurs limites, les définitions suivantes s’g

- Méthode a température ambiante spécifiée

Méthode dans laquelle les valeurs limites sont indiquées e n s conditions
ambiantes de refroidissement.

- Dispositifs a température ambiante spécifiée

de refroidissement et le montage

on_dont la chaleur est évacuée %3
nées suivantes ou seulement par

MONTAGE

Orientation et mode de fixation du dispositif
par rapport & une enceinte quelconque.

Température des fils de connexion de sortie.
Longueur et épaisseur des fils de connexion.

Température et état de surface du milieu
environnant.

Pour des raisons de normalisation, la définition suivante a été adoptée pour les dispo-
sitifs pour lesquels la température ambiante est imposée par les conditions de refroidi
sement & I'air libre.

- Température ambiante dans des conditions de refroidissement par air libre

Température mesurée au-dessous d'un dispositif & semiconducteurs lorsqu'il est
maintenu par des fils de sortie dans une enceinte de température sensiblement
uniforme ayant des surfaces mates. Les points de fixation du dispositif ne devront pas
8tre & une distance Inférieure & 10 mm (sls in) du corps du dispositif, exception faite du
cas des dispositifs & fils de sortie trés courts, pour lesquels 'emplacement des points
de fixation devra 8tre spécifié. Les supports doivent étre & une température qui ne soit
pas inférieure a celle de la température ambiante. L'enceinte sera construite de telle
sorte que la convection de I'air libre ne soit pas sensiblement perturbée.
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